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Abstract (Basic) : DE 19623826 A 

The carrier sheet for a semiconductor chip (23) has a substrate 



(15) . A reinforcing foil or film (10) is laminated on the chip side of 
the substrate (15) . The foil has a recess (14) to receive the chip and 
its connecting leads (24) . The edge of the recess has a frame (12) 
formed integrally with the foil. The substrate may be a metal foil. 

Alternatively it may be a non-conductive foil on which a conductive 
foil (20) structured in contact surfaces is laminated. The reinforcing 
foil may be made of metal or plastic. To manufacture the carrier 
element, a recess (11) is formed in the reinforcing foil. The base of 
the recess is punched out. The resulting reinforcing foil with the 
frame at its edge is laminated on the substrate. 

ADVANTAGE - High resistance to bending and simpler manufacture. 
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@ Trigerelement fOr Halblelterchlps sowie Verfahren zur Herstellung elnes Trigerelements 

<§) Trigerelement fOr einen Halblefterchfp (23), insbesondere 

zum EInbau in Chlpfcarten, mrt efnem den Chip (23) tragen- _^ 00 **^^^ 23* 

den Substrat (15) und einer auf dor den Chip (23) tragenden f p— — H 

Seite das Substrata (15) atrflamfnierten Versteifungsfolie WW/ I t 

(10), die eine dan Chip (23) und seine Anschluftleitungen (24) 
aufnehmende Ausnehmung (14) aufwelst, deren Rand mit 
elnem eirtstOcklg mlt der Folia (10) ausgeblldeten Rahman 
(12) vereehen ist 
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Beschreibung minieren der die Kontaktflachen bildenden Kupferfolie. 

Die Tragerelemente werden normalerweise in einem 

Bei heutigen Chipkarten werden die Halbleiterchips sehr langen Band gefertigt, wobei mehrere Trtgerele- 

mittels eines zumeist mit einem nicht-leitenden, flexi- mente sogar nebeneinander liegen konnen. Das Band 

blen Substrat gebildeten Tragerelemente in di flbli- 5 weist an seinen Randern Perforationen auf, mittels de- 

cherweise aus Kunststoff bestehende Kart einge- rer es in der Fertigungsmaschine weiterbefordert wer- 

bracht Auf dem Trlgerelemem ist nicht nur der Halb- den kann. Wenn auch die Versteifungsfolie diese Locher 

leiterchip sondern es sind auch die Kontaktflachen, mit aufweist, kann sie in gleicher Weise wie das flexible 

denen der Halbleiterchip von einem Lesegerat kontak- Tragersubstrat oder die Kontaktflachenfolie befdrdert 

tiert werden kann, angeordnet Hierzu wird Qblicher- 10 und verarbeitet werden. 

weise eine oberflachenveredelte Kupferfolie auf das Da der durch Tiefziehen und Stanzen entstandene 

nicht-ieitende Substrat laminiert und beispielsweise Rahmen entlang des Randes der Ausnehmung in der 

durch Atzen strukturiert In das nicht-Ieitende Substrat Versteifungsfolie nur dieselbe Dicke hat wie die Kupfer- 

werden vor dem Laminieren Ldcher gestanzt durch die folie selbst, bleibt im Bereich auBerhalb dieses Rahmens 

hindurch der Chip beispielsweise mittels Drahte in Wi- 15 genQgendPlatzfOreinenKleberjumdasTragerelement 

re-Bond-Technik mit den Kontaktflachen elektrisch lei- in einer Karte befestigen zu kdnnen. Die Dicke der Ver- 

tend verbunden werden kann. Der Halbleiterchip und steifungsf olie kann abhangig von der gewunschten Ge- 

die Drahte werden dann durch eine schfltzendeVerguB- samtbiegesteifigkeit so wie den Materialeigenschaften 

masse abgedeckt der verwendeten Folie gewahlt werden. 

Die Chipkarten mQssen bestimmte, durch die Anwen- 20 Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 

der vorgegebene Biegebelastungen bestehen kdnnen. fQhrungsbeispieles mit Hilfe von Figuren naher erlau- 

Die hierbei auftretenden Biegekrafte mQssen jedoch tertDabeizeigen 

vom Chip ferngehalten werden, da dieser wesendich Fig. la— Id die Verfahrensschritte zur Herstellung 

sprdder als das Kartenmaterial ist Dies trifft insbeson- der erfindungsgemaMten Versteifungsfolie sowie eine 

dere ffir Chips zu, die grdfier als etwa 10 mm 2 sind. Aus 25 Draufsicht der fertigen Folie, 

der EP 0 484 353 Bl ist es bekannt, hierzu auf dem flexi- Fig* 2a— 2c das flexible Tragersubstrat, die Verstei- 

blen Substrat einen Versteifungsrahmen vorzusehen, fungsfoEe sowie die Verbindung dieser beidenTeOe» 

der eine wesentlich hdhere Biegesteifigkeit aufweist als Fig. 3 einen Querschnitt durch em erflndungsgema- 

das flexible Tragersubstrat Bes Tragerelement und 

Die Fig. 4 zeigt eine Ausfuhrungsform gemaB der 30 Fig. 4 ein Tragerelement gemaJJ dem Stand der Tech- 

EP 0484 353 Bl. Das nicht-leitende, flexible Tragersub- nik. 

strat 1 ist mit Ausnehmungen 2 versehen. Eine metalli- In der Fig. la ist der Querschnitt durch eine auf die 

sche Folie 3 ist auf das Substrat 1 mittels eines Klebers 4 entsprechende Dicke gewalzte metallische Verstei- 

laminiert Die metallische Folie 3 ist in durch Rillen 5 fungsfolie dargestellt In der Fig. lb sind die durch einen 

voneinander elektrisch. isolierte Kontaktflachen struk- 35 Tiefziehvorgang entstandenen Wazmen 11 gezeigt In 

turiert Ein Halbleiterchip 6 ist auf das Substrat 1 ge- einem Stanzvorgang werden die Bdden der Wannen 11 

klebt und mittels Drahte 7 mit den Kontaktflachen 3 entfernt, so daB lediglich die Winde der Wannen 11 als 

elektrisch verbunden. Zur Versteifung des flexiblen Rahmen 12, die einstUckig mit der Versteifungsfolie 10 

Substrates 1 ist ein Versteifungsring 8 auf das Substrat 1 verbunden sind und entlang des Randes der durch die 

geklebt Das Innere des Versteifungsringes 8 ist mit ei- 40 vonnaligen Wannen 11 de&uerten Ausnehmung in der. 

ner VerguBmasse 9 gefQllt, um den Chip 6 und die Drah- FoDe verlaufen. 

te 7 zu schiitzen. Die Fig. Id zeigt erne Draufsicht auf eine erfindungs- 

Das Aufbringen des Versteifungsrings ist problema- gemaBe Versteifungsfolie 10, die als langes Band ausge- 

tisch, da reladv hohe Lagetoleranzen vorgegeben sind bildet ist Entlang der beiden Rander des Bandes sind 

undauBerdemspezielle,aufwendige Werkzeuge hierfQr 45 Perforierungen 13 angebracht, die einen Weitertrans- 

notwendig sind Insgesamt ergibt sich eine sehr schwie- port des Bandes mittels Zahnridera erlauben. Die Folie 

rige und aufwendige ProzeBfflhrung. AuBerdem wird 10 weist Ausnehmungen 14 auf, entlang deren Rander 

durch den bekaimten Versteifungsring die zur Klebung die Rahmen 12 verlaufen. Strichliert ist der Schnitt dar- 

des TrSgerelementes in die Karte ndtige Fiache einge- gestellt, der die Darstelhmg der Fig. lc bildet 

schr&nkt so In Fig. 2b ist diese erfindungsgem&Be Versteifungsf o- 

Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Trager- lie nochmals gezeigt Die Fig. 2a zeigt das flexible Tra- 

element anzugeben, daB einerseits eine genttgend groBe gersubstrat 15, das aus einem Kunststoff gebildet sein 

Biegesteifigkeit aufweist und andererseits einfach her- kann, wobei heutzutage Qblicherweise glasfaserver- 

zustellen ist starktes Epoxidharz verwendet wird. Auch das Trtger- 

Die Aufgabe wird durch ein Trigerelement gemaB 55 substrat 15 ist als langes Band ausgebildet und weist an 

dem Anspruch 1 und einem Verfahren zur Herstellung seinen Randern Perforierungen 13 zum Weitertransport 

des Tragerelement es gemaB dem Anspruch 6 geldst und exakten Positionieren bei Weiterverarbeitungen 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den UnteransprH- auf. Das Tragersubstrat 15 weist Stanzungen 16 auf, in 

chen angegebea die ein nicht dargestellter Halbleiterchip eingesetzt und 

Die erfindungsgemaB ausgebildete Versteifungsfolie 60 durch die hindurch dieser Halbleiterchip mit nicht zu 
hat den Vorteil, daB zu Hirer Herstellung und Weiterver- erkennenden Kontaktflachen auf der ROckseite des Tra- 
arbeitung dieselben oder ahnliche Verfahrensschritte gersubstrates 15 elektrisch verbunden werden kann. In 
durchgef Ohrt werden wie bei der Herstellung des Tra- der Fig. 2c ist schlieBlich die mit dem Tragersubstrat 15 
gersubstrates od r des bekannten Tragerelementes. verbundene Versteifungsfolie 10 dargesteUt Die Stan- 
Dies sind Stanz- bzw. Laminierverf ahrensschritte. Da 65 zungen 16 des Tragersubstrates 15 befinden sich inner- 
die Versteifungsfolie auBerdem dieselbe AuBenabmes- halb des einstilckig mit der Versteifungsfolie 10 verbun- 
sung hat wie das Tragerelement, kdnnen zum Laminie- denen Rahmens \% so daB ein nicht dargestellter Halb- 
ren dieselben Maschinen benutzt werden wie zum La- leiterchip problemlos in die zentrale Ausnehmung ein* 
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gesetzt werden kann und durcb die peripheren Ausneh- 
mungen im Trlgersubstrat 15 mit den auf der ROckseite 
des Trlgersubstrates vorgesehenen, nicht zu sehenden, 
Kontaktflachen verbunden werden kann. 

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durcb ein aus dem Band 5 
ausgestanztes Tragerelement Das nicht-leitende, flexi- 
ble Trfigersubstrat 15 weist in diesem Fall nur periphere 
durch Stanzung entstandene Ausnehmungen 16 auf. Auf 
seiner RQckseite ist eine metallische Folie 20, die durch 
Rillen 22 in Kontaktflachen strukturiert ist mittels eines 10 
Klebers 21 laminiert Auf das Tragersubstrat 15 ist ein 
Halbleiterchip 23 angeordnet, der mittels Bonddrihte 
24 durch die Ausnehmungen 16 des Trigersubstrates 15 
mit den Kontaktflachen 20 verbunden ist Auf der dem 
Halbleiterchip 23 tragenden Vorderseite des Tragersub- 15 
strates 15 ist die erfindungsgemaBe Versteifungsfolie 10 
mittels eines Klebers auflaminiert Der Bereich inner* 
halb des mit der Versteifungsfolie 10 einstQckig verbun* 
denen Rahmens 12 ist mit einer VerguBmasse 25 zum 
Schutz des Halbleiterchips 23 und der Bonddrihte 24 20 
aufgefOflt 

Wie im Vergleich mit der Fig. 4 zu sehen ist, verbleibt 
beim erfindungsgemaBen Tragerelement eine grdBere 
Flache im Bereich des Randes des TrSgerelementes urn 
dieses besser in eine Plastikkarte einkleben zu kdnnen. 25 

Die Fig. 1 bis 4 zeigen ein nicht-leitendes Tragersub- 
strat 15 bzw. 1, das eine die Kontaktflachen bildende 
Metallkaschierung 20 bzw. 3 aufweist Prinzipieli ist es 
jedochebenso mOglich, ein leitendes, beispielsweise me- 
tallisches, Tragersubstrat zu verwendea 30 

Auflerdem ist es ebenso denkbar, fur das Material der 
Versteifungsfolie 10 Kunststoff zu wahlen Hierbei wl- 
ren auch andere Herstellverfahren als Hefziehen und 
Stanzen denkbar. 

33 

Patentansprflche 

1. TrSgerelement fur einen Halbleiterchip (23), ins- 
besondere zum Einbau in Chipkarten, mit einem 
den Chip (23) tragenden Substrat (15) und einer auf 40 
der den Chip (23) tragenden Seite des Substrats (15) 
auflaminierten Versteifungsfolie (10), die eine den 
Chip (23) und seine AnschluBleitungen (24) aufneh- 
mende Ausnehmung (14) aufweist, deren Rand mit 
einem einstQckig mit der Folie (10) ausgebildeten 45 
Rahmen (12) versehen ist 

2. Tragerelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (15) eine nicht-lei- 
tende Folie ist, auf die auf der dem Chip (23) gegen- 
uberliegenden Seite eine leitende, in Kontaktfia- 50 
chen strukturierte Folie (20) laminiert ist 

3. Tragerelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (15) eine Metallf olie 
ist 

4. Tragerelement nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 5s 
dadurch gekennzeichnet, daB die Versteifungsfolie 
(10)aus Metall ist 

5. Tragerelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Versteifungsfolie 
(10) aus Kunststoff ist 60 

6. Verfahren zur Herstellung eines Tragerelements 
mitdenSchritten: 

— in eine Versteifungsfolie (10) wird durch 
Tief Ziehen eine Wanne (1 1) geformt, 

— der Boden der Wanne wird ausgestanzt 65 

— die s mit eine Ausnehmung mit einem an 
der n Rand angeformten Rahmen (12) aufwei- 
sende Versteifungsfolie (10) Wird auf ein Sub- 
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strat (15) laminiert 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Versteifungsfolie (19) aus Metall 
ist 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (15) eine nicht-lei- 
tende Folie ist, auf die auf der der Versteifungsfolie 
(10) gegeniiberliegenden Seite eine leitende, in 
Kontaktflachen strukturierte Folie (20) laminiert 
wird. 
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